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Assistant Commissioner for Patents December "1.3 , 2001 

Washington, DC 20231 



Sir: 



Under the provisions of 35 U.S.C. § 119 and 37 C.F.R. § 
1.55(a), the applicant (s) hereby claim (s) the right of priority 
based on the following application (s) : 

Country Application No. Filed 

TAIWAN 090116752 July 9, 2001 



A certified copy of the above-noted application (s) is (are) 
attached hereto. 

If necessary, the Commissioner is hereby authorized in 
this, concurrent, and future replies, to charge payment or 
credit any overpayment to Deposit Account No. 02-2448 for any 
additional fee required under 37 C.F.R. §§ 1.16 or 1.17; 
particularly, extension of time fees. 

Respectfully submitted, 

BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP 
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* 1 S 



— MOS if £t € b b b flftCf ield effect transistor » FET) - ig 
la o ** ^.MOS FET * * ^ « *J M ' ASk^^T^^^"^ ^ 

' & ^ # — ttJLi 3£ 4+ & ° t£ i£ & f& ^ 

t* ^MOS FET H • tt^-fe^SW^&^i^^^^^^ 
# 3" ft • 4t tfc tt ^MOS FET ^ ^ ffl • tt * - # # 
ft • 1Sl^t£^&&* • * + # -MOS FET SR. * ft * tt # 

- + U- « J» * ttff-#ft«A**-#****# T "~' ,IB 

SCR o *J « SCR &NM0S FET ftd it ^ ' *T A W # AaESD P# 



ffc st • 
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» 31 



i - &WiSLW (1) I 
*.*'W4fc#Mtt'-fc#«*fc«Rrtt^# ' JL 41 - fl[ It ^ 

^MOS(metal oxide semiconductor) ^ 5t t B B a H(f ield 
effect transistor » F E T tt J£ *I £ Sfc SS 

(semiconductor controlled rectifier » SCR) 60 ig 
« Br & #■ • 

fiS.£fLj&&«jGO$£# ' ESD 4i ** & # e, 3* & t 

(integrated circuit •IC)T&&60-iL#4-*4L- - & 
& -f ^3f^^&#rjj|^ ? ifl-*.$L* b£ ft (deep submicron 
regime) ft. » m * K -t ( sea 1 ed-down ) 60 % «f B It - *fc & 60 # 
ft & fir & JSL * & # M H 4b « - 4ft # * ^ * J* * 
(lightly-doped drain » LDD) - & jfc Kb ffc( sha 1 1 ow 
trench isolation » ST I ) $L « A M *>? 4b to ( sa 1 i c i de ) 
*l *I # • n ^ESD ^ ^ t" # fcb 60 • m it > I C 

A^f #J ISt tf ESD t£ <t > ffl JX 4£ t£I C t 
60 it 4+ & ^ if -t: ESD & £ - 

- & 60 ESD Kitf^TWiffl^lfJt 60NMOS FET t ^ 
3p £ 60npn ^ ® 1t a B a ^(bipolar junction 
transistor >BJT)^# 3fcESD ^ SS. » ® Js, & ifc & 60NMOS 
FET i£ # ^ # A -J- ' ifiLitQ^&Ll&tSt* 

£ - #fc 3r & £. it fflSCR J^^^^A^*|-^#^^^# 
% a$ Ml W • SCR 60 # 3 s € M (holding vo 1 1 age ) ft # 60 4& 

( a i ^iv) > /9f « £ £ 60 & j# # -#* 4a n 60 * • a it » 

-5T ffl # ;&ESD jjfl • ^ 5. ^ % SSt T & • 

t ' e>^il^NMOS FET & If- 4&SCR 60 m # € M • 3U a ffi & 
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2-*&WtSLW (2) 

— m H & 60NTLSCR(NMOS triggered low.-voltage SCR) 60 \ 

Mi it & ft ' % 1 b ffl h % 1 a SI t faa' & 60 #j A ffl • & 
t ' SCR 60pnpn & # « ' P+ # & &64 - n ^ #62 ^p^I 
&60 a ^Ln+ #*&66/yr4|j£ • « ft • * # * HSCR > 4a 
<fr ^ ^ Ji #NM0S FET * a &SCR 60 45l % • a £ 4f- & * 
© ^ . ji. # & 60 ESD Kr ti jfe i7 • A fL 4=- fL fA 

M ° 

&H*# , J«bSfc#5,742,085St«:4fc 7 - *£SCR > * * • 

# #1SCR 4^ M tit £ T - 43NMOS FET • #NMOS FET 60 S8L & $ 
ft i$ . -srwisjBf^^Ffj^ 60 SCR » it f>\ Ip # & £ & flt 60 B 
60 » jsj b£ ifc fpj & *f 60 ESD Br # Sfc & • 

jj mtfr it ' * # W ' 60 3= B 60 ' £.3?MS:'ffc-*£*#^ 
NMOS FET £K >JLSCR 60 ESD t£ tc # ' ft #l # & 4f 60 ESD m 
H£ tit a & & * 60 & # » flt • 

Ji 5& ^ B 60 ' ^NMOS FET a 

SCR 60 ESD Rr & ft ' * * * ft # A -t - fcESD Rr * *fc Jfe 60 

# • 

^ - € ^ 4L — MOS J# it € e B B 3t(f ield effect 
transistor • FET) * «£-9-€3S!^#-*r&aA-# — 
?£<t334L-#-#*fc& • ta -=-MOS FET ^ # — & <M ffl ' A 

# E. • i£ i£ 4£ & ^ t£ ^MOS FET 3l f.1 » — 4t & « A 
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i-#<¥m«fl (3) 

fjifi^^f^f'J^^^^ ' ^ ft ^MOS FET^ 

pJM&J • ' tSt *MS & £ t - t # -MOS 

FET ^ & . i&% - *tt*-#fi«A**- 

#a#&T - ^scr • 

*. «■ ^ ^ » * *H. MOS FET*T a &«ESD Rr * it 

# — >f@ #L >|& #j j$ # € ' T SC R #j ^ # i& & - 2. ^ — 

# & ^ESD tc#B**Ta:ft4ft« • SCR * # & & #L 
it; 3. NMOS FET T * 4. #npn ft & © « A a Jt *» & « 
ESD ft P# «. Sfc *fe;4, & #1ESD Rr*7t#tt*M*«i***4Blf«i 

& * * a fl -t- * a * ' 

t 5c — #t 4£ * «fe w ' ' s& ^ ^ m m & ' # *» tfc fl £ *° 

T : 

£ ^ * «. B fl : 

#la 0 & - *t § *° #jNTLSCR(NMOS triggered 

low-voltage SCR) ¥j ft Mj ^ ^ M > 

% lb m % % la m * >'« faa' ^. *] fir ® I 
$2a H * +. # Mi -EDS Rr H. to #■ #j - ft %i * * B ; 
#2b ffl & $2a SI t ^bb' #j #J fir ffi 5 
£3 III * W ^ESD it # * * *» ttNMOS FET Mj t 

m % >ft M # K 

$4a IS & ^ # a 3 #J £ -EDS P# t£ ^ # #) - ^ ^ ^ 

#4b 81 & ^4a ffl * ^bb' Ml 60 #J fir ffl ° 
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JL - ftBRtiW (4) 

# Sfe «. W ; 

10-60 p ^1 & I 

12-62 n # 

14 - 16 - 30 - 66 

1 8 & #•] ffl 
20 - 28 - 64 
22 & ^ If- * 
24 it 4£ IE 

2 6 34 4t @ 



n+ # 

p+ # # & 



IT Jfe #J : 

% - fri 

$ 2a E & ^ # B £ #) —EDS m i% x> # — ^ ^ & ffl ; 
$2b SI & & 2a ® t # ^bb' & #j £'J © SI ° 

# m #ESD «. to # # * T * #)NMOS FET » «. 
**P g & ItlO Jl • *i»2all|tt-8L*2bB/*f^ ° ^ - 4SNMOS 
FET % % - & f'J M 1 8 ' lJ-«nl#|{Eil4^l;^^ ' «n + 

& ftlO -t. - * 4Hn + # » K14 iW*-fl* 4*" I" B * ^ n 
#•12 .n5!#12 ASt^tt^A^.*^^ ' * t ^ « *P ^ 
* % <ft ft 2 6 » ttA&ti^iS*J W18«i*^ ' ^ 4t * «: 
ft ^ «OS FET ^ * 4M ' *» £2a IB m * • - *P 4fr sfc & l& 
24 ' £^^4Bn+#^ftl4^W » 3% & T *a 4® 34 # & 2 6 • 
«%#fi26t#J&#-- i ttnS!#4*fi30 • #*na>*M2#4* 
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3-*®WtSLW (5) 

m n • 5iftft24t*t#--4HP+#** fi . 28 *.NMOS FET «, &n 

(guard ring) » 13 # &p 32 &. ttl 0 ft ft M • 

»2aBttA*2bB t «ESD » « * « « s| ft *» 

T • NMOS FETW8HS(n+#4*ftl6)tt«*]Vss » p 31 4t *10 

i& &p+ # & ft20 ft fJVss • jR.&(n+ # & ftl6) &p+ # # 
&28 & ft £'J - ft ^ ^ ^ 22 - nf #12t^t5t^^^i26 t 
tfjni ft* &30 • & ft *J « * * ^ 22 ° *E « W18 a M ^ fJ 
Vss - — S. * ffr € S&(pre-dr i ver) & & i& #J t ' 

& g2b @ t ' •^J'XB^im^^-dJ^^^^ #jSCR $ ft ^ 
ft ^ II- ^22 ^Vss 4l W" • # 4BSCR &p+ ft &28 >n^# 
12 ^ 1^10 W ^Ln ft 1 6 ffi Ifc & ° 

S & ^ 4UNMOS FETtt*.***-*******^ ' ^ a 
^ESD * # ■ -ft « a * 51 #J 4*1 ^SCR ^ « # € Sft • RI 
of . SCR * ^ #12 A ft ^ £F ^22 ttftflttCafetffi + tt 
n+ ft * ft ) *i fift * > ft U & % - W m #) % ' T * *fc 
ft PI- teSCR t^nf #126d t^i ' *7 &SCR #j m % & & • HT 
ESD * # £ ' NMOS FET T >k tfjnpn ^^T^ilt^^^ 
ESD ' fr> & #1ESD Rr t£ to *_ESD P# it *fc ° 

#3 03NMOS FET Taift^fflftA^*^* 8 
(post-driver) t^*' v *ftffl iftNMOS FET » ii * - 5t * 
-ftNMOS FET *. * $fc * # ^ ° ' K # «M 
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3L * #<¥3t8.«»8 (6) 
ft " 

& laNMOS FETJL*j&*-«A*i-tt# &NMOS FET • 

# m > 4,7ftftfl*«ttJi #NMOS FET *. * *fe * «■ W » 

* 4 & • # >i * * ' _t NMOS FET b£ . * # 
B^t^n^#12it^-^^*" I" 3! #J ® # ' *T « jfc * * 4« 

" 1 1" 32 # ffl * • 

£3 n A W ^ESD P* « to # & * *° iKjNMOS FET^H 

& « *L M ft IH • JM * * * *» ^ESD Brf**,*****! 

NMOS FET tfjESD Rr t£ Sfc. #J & & - 



1 * 







^ ESD *f & # 


$ *n #J NMOS FET 


900mA 


1.5KV 


ESD p^" 
t£*.#(NMOS 
FET + SCR) 


2550mA 


5KV 



NMOS FET ii Si & *120 *fc # ' * * # B 3 ^ESD R, t£ it 
ft + m ft #j NMOS FET(iiiiJl*60*#)*-*'»- & $3 Bl 
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5. * &WiSL*R CO 

u Bl % \ * t ^ *» • * *p ttNMOS FET * ft * * A * -f ' <§. 
& & A It * * * sUhunan body mode • HBM) #ESD *t * * 
* 4***1. 5KV > + • 

ft*n • *ESDW*ib# • «« TNMOS FET &SCR M * 

^ . Jfr & * * 6^NM0S FET £ £ *° NMOS FET ^ - ^ • 
i & &HBM ^ESD *t ft * «P *@ * # « > i£5KV 

A #ESD Rr ti *fc ° 

%4a fl * B * «l * "EDS Rr*7t#tt-'*^*F* 

■ ; £4bl!^£4al§ t »*bb' ^tf*]® ■ • £4alS&g 

12 * « * « m » • * • - * *. a * * * * B * ' « * a 

- #1 £ * T NMOS FET a ^LSCR #J ESD P* * to 4* • 
* # a* . ********* ' ^*^*^ B ^*>***° 

i& n « • **r-«t&*«iii»**'* ' s * * # B ^ ^ * * m 



2 a ffi & 4« ' ^ ^ 

n+ # # &14 *a ^ 1 



5. # - tff- € 4LM0S 4# € B B a ft(f ield effect 

transistor) • * # - *l M » A * 4t ^ tSt - * ~ $ 

> ti & % : 

- 4k ft fi ' tSt ^ tt #M0S J# <t a B a It ^ H '» 

& «. a* ^MOS J# A f A ft * « : a A 

i£g^^^^^-#-#^l&'lSt^t£i£ftl&t 0 

2. *» * tfr * #'] ft IB % 1 31 # % & t W * it # ' * 

Jf £(guard ring) • *t *M* -t ' ^ ^ t^MOS 

J#&€a a afti*>&t£g--#& ° 

3. *»t**^ftH*2^i4L#«A«W*^# ' * 

4. db> t tf * #] ft E $ 1 * # « * « * ^ # ' & 

t ' « * - # & * t£M0S f^f a 0 9 lt^-^^^^^^ ° 

5 . *a f * m ft 0 * 1 * # * *. € IS* ti to # ' & 

t ' % - # ® * ^MOS J# #L t a a a ft - «. ^ & & ft « ° 

6 . *> t tf * m ft n ^ i * ^ # « at € Rr ti to # ' * 

Ksource region) ' ft 5- - % * ^.(power rail) ° 

7. ^ttf#^'JftEl^l^^#t^tP^^>c.# ' * 
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* » -ft ^'J - ^ * ° W 

8 . *» * * * -J le, © * 1 ^ ^ # € ^ « Rr ti to ' £- 

t • 4* - tt #M0S *fc « A It * * tt * - * % ^ - a « 

&(drain region) > i& # 5- — £p 1k • 

10. - tft^tKrf7t# ' % : 

MOS J# sfc t A ft(f ield effect 

transistor) » & ^ 3f 

* * ft * -L » 

tsfc-^-f;^*- — ' *s & 5. - € * & ' & & 

_l ' & ^ # : 

*& «. ^ ts #mos j# at <s a a a it 4l #i ; 

S£ # ~ t£ <g ^ 4l - Rf fk *X HCguard ring) • «t 3fr iS # 
- ^ It # -L ' 4t & i£M0S f^fa 0 a ltJ-X-5.t^-#^ ' 

4* & 5- m % m. m. ; 
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